Mikrobangy detektoriams skirto epitaksinio puslaidininkinio darinio su dvimaciy elektrony
dujy sluoksniu fotoliuminescencijos ypatumai

Photoluminescence peculiarities of epitaxial structure with 2DEG layer designed for
microwave detectors
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Pastaraisiais  deSimtmeciais  spinduliuotés  ir
detekceijos technologijos pasistiméjo nuo
infraraudonosios iki terahercy srities. Sis dazniy
intervalas turi didziules taikymo galimybes paciose
jvairiausiose srityse. Tad stengiamasi esamy mikrobangy
emiteriy ir jutikliy darbiniy dazniy juosta praplésti iki
teraherciniy ver¢iy.

Mes sukiiréme jvairialyCio darinio struktiira su
dvimatémis elektrony dujomis ir pasizyminéia geromis
detekcijos savybémis. Siame pranesime mes pristatysime
nuostoviosios ir dinaminés fotoliuminescencijos tyrimo,
rezultatus, plac¢iame temperatiiros intervale nuo 3,6 K iki
300 K. Gesimo dinamika tirta naudojant laike koreliuoty
pavieniy fotony skai¢iavimo metodika.
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1 pav. Fotoliuminescencijos linijy gesimas, esant
T = 3,6 K gardelés temperatiirai. Spektrai perstumti
vertikaliai geresniam jy isskirimui.

Tiriamas darinys buvo uzaugintas molekuliniy
pluosteliy epitaksijos metodu. Jj sudaro stipriai legiruoto
(Nsi=4-10" cm?) n*-AlgsGay;As ir nelegiruoty
Aly3Gag 7As bei GaAs sluoksniai.

Dalis rezultaty pateikta 1 ir 2 paveiksluose. Taip pat
pristatysime eksperimentinius rezultatus gautus i§
fotoliuminescencijos priklausomybés nuo zadinancios
§viesos intensyvumo tyrimo ir detaliau aptarsime
spindulinés ir nespindulinés rekombinacijos ypatumus.
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2 pav. Lazerio galia P kaip funkcija nuo integruoto
fotoliuminescencijos intensyvumo Ig,.

Reiksminiai Zodziai: fotoliuminescencija,
spindulivotés  gesimo  trukmé, AlGaAs, dvimatés
elektrony dujos.
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